AF117 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: AF117
Material of Transistor: Ge
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.075 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 32 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 15V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 2 V
Maximum Collector Current |Ilc max|: 0.01 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 75 °C
Transition Frequency (ft): 75 MHz
Collector Capacitance (Cc): 3 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 50
Noise Figure, dB: -

Package: TO7
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pnp-Transistor

AF 117 ist ein diffusionslegierter pnp-Germanium-Hochirequenz-Transistor mit dem
Normgehause TO-7. Die Anschliisse sind vom Gehéuse elektrisch isoliert.

Der Transistor AF 117 ist filir die Verwendung in Vaor- und Mischstuien im M- und L-
Bereich und ZF-Verstarkern bei AM-Empfangern geeignet.

Grenzdaten AF 117
Kollektor-Emitter-Spannung Uee 20" v
Kollektor-Basis-Spannung -Ucan 20 v
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Kenndaten

Hir eine Umgebungstemperatur von Ty ~ 26°C

Siatische Kenndaten
Fir folgenden Arbeitspunkt gilt:
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